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ST, % [H218.15
SEENEBETR
Mk % |H2183
EHRATTERLE, UTE—F%: H.2.18.1.1
e
-WEF H.2.18.22
FIRIP, TEMLTTE, SiEHNE
&% |H.2.19.4.1
&% |H2.19.4.2
H.2.19.8.1
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& 4.1EC 60730-1 & H.11.12.7 (&5
5. NP IRIEEE | (=i ERAE rq FIRIP, FENRUTERE, SiEthit H.2.19.18.2
BT A T E— 73R T & CPU
rq |- tHEEE
- RS REHFLE R, -
% |H.2.18.15
% |H.2.18.3
5.1 ##E FRIP, FEIMBAUTEK g |H.2.19.8.1
BIFELE, REBTE, X
it it % |H.2.18.2.1
172 i 5 |H.2.18.22
H.2.18.14
5.2 Fit BRI rq FIRIP, HFEIRMATE, SiFHHE H.2.19.8.1
rq BE A TE—A AR T4 CPU
- FHELR
B STREEEEL S, % |H218.15
FRIP, FEMBATR s |H.2.183
BiFELE, REBTE,
MR pE s |H.2.19.8.1
% |H.2.18.2.1
s |H.2.18.22
6 SNERIEIE FRIP, FEIRATE, g |H.2.19.8.1
CRC —#%
SREREEES 793 rq ﬁ;ﬁﬁf% % |H.2.19.4.1
PSR g |H.2.18.2.2
H.2.18.4
6.1 HiiE X ABEEES 94 rq |CRC—WF g |H.2.19.4.2
IR AR T RINAEEENLLERALTE
—FiE: 5 |[H.2.18.2.1
- HER ‘
- JRSTREHFLE R g |H.2.18.15
H.2.18.3
6.2 St B rq | FRP, TS MUK, BIELE 5 |H.2.19.8.1
CRCE=F, Gifitit
T g |H.2.19.4.1
AR % |H.2.1822
H.2.18.14
RS ATt rq |CRCXF, BiEiht 5 |H2194.2
iRl TR R TR ‘
BT TME—F AL AR S EIE: g |H.2.18.1.1
- A
- JRST R R LR
% |H.2.18.15
H.2.18.3
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LIS

% 4.1EC 60730-1 32 H.11.12.7 (&0
6.3 EAT IR AR IE] rq rq B B g |H.2.18.10.4
E &S
3 N ALE SR LS fa |H21818
rq rq | BEUTE—FALBRRRBERE: 5 |H.2.18.10.3
- FHEEER
- TR BB,
g |H.2.18.15
H.2.18.3
HiRF5 rq JEEZ AP 5 |[H.2.18.10.2
B iR M5
TRAE g |H.2.18.10.4
H.2.18.18
71/0
e SR rq HSMRE H.2.18.13
H.27
rq B T E—F AL TR CPU
- FHEEER ‘
- TR L BB, g |H.2.18.15
HINECEE N
S FITHIL % |H2183
B4 HH 36 IE g |H.2.18.8
ik AE .
RERE g |H.2.18.11
s |H.2.18.12
s |H.2.18.22
H.2.18.2
7.2 #&#l/0
7.2.1 AIDFID/A | &FE1ER rq HIMEE H.2.18.13
L ] JUH.27
rq B A T E— AL T RCPU
- FHEEER ‘
- JThT R L BB, g |H.2.18.15
HINECEE N
S FITHIL % |H2183
HAT R 36 IE g |H.2.18.8
ik AE
s |H.2.18.11
s |H.2.18.12
H.2.18.22
7.2.2 L | $EiRSHE rq BEXMaE H.2.18.13
SR
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% 4.1EC 60730-1 32 H.11.12.7 (&0

rq BEUTE—AEEEB T4 CPU
- HHE LA N
SBSTREA LA, % |H21815
PN 5% s |H.2.18.3
iR FER
% |H.2.18.8
H.2.18.22
8. MSMZEF | NFEERSH rq 3 A M g |H.2.18.21
Ebisae BN ThAEYF Y T NMEMFN b3
E s EIRIRA G R 5 |H.2.18.17
H.2.18.6
9. BEXER | AFEEHSM rq EEBK H.2.16.6
(f5lzmASIC, FASTHREAS 4 AY
GAL [1BE%1) GG Thn]
rq TEHA AR L g |H.2.16.7
WiEE (FFED , #iei,
EIRIRA G R g |H.2.16.2
H.2.18.6
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